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Basisanforderungen an das SMT-Design
und SMD-Anschlussflachen-Richtlinie

1 ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Dokument enthilt die Basisanforderungen an die Ausfiihrung der Anschlussflachen fiir oberflichenmontierte
elektronische Bauteile sowie SMT-Designempfehlungen, um optimale Lotstellen fiir die bestiickten Bauteile zu erzielen.

1.1 Zweck Es ist beabsichtigt, mit diesen Informationen Angaben iiber die richtige Grof3e, Form und Toleranz der
Anschlussflachen-Bilder fiir oberflichenmontierte Bauteile an die Hand zu geben, um sicherzustellen, dass eine ausreichende
Flache zur Ausbildung von Lothohlkehlen zur Verfiigung steht, die den Anforderungen der IPC J-STD-001 entspricht und
die Lotstellen fiir Inspektion, Test und Nacharbeit geeignet sind. Designer kdnnen die in dieser Richtlinie enthaltenen
Information nicht nur zur Erstellung von Standard-Anschlussflichen-Geometrien fiir manuelle Leiterplattendesigns nutzen,
sondern auch fiir computergestiitzte Designsysteme. Egal, ob Bauteile auf eine oder beide Seiten einer Leiterplatte bestiickt
werden und ob sie mittels Wellenl6ten , Reflowldten oder einem anderen Lotverfahren verbunden werden: Die Grofie

der Bauteile und der zugehorigen Anschlussflichen-Bilder sollten optimiert werden, um eine geeignete Lotstelle sowie
Inspektionskriterien sicherzustellen.

Die Anschlussfldchen sind ein Bestandteil der Leiterstruktur und beeinflussen die Produzierbarkeits-Stufen und Toleranzen,
die mit der Leiterplatten-Herstellung und den Bestiickprozessen verbunden sind. Die Aspekte der Produzierbarkeit betreffen
auch die Verwendung der Lotstoppmaske sowie die erforderliche Uberdeckungsgenauigkeit zwischen der Lotstoppmaske
und dem Leiterbild.

Ergénzend zu den Anschlussflaichen-Geometrien, die fiir eine geeignete Ausbildung der Lotverbindung erforderlich sind,
miissen weitere Montagebedingungen beriicksichtigt werden. Dazu gehoren z. B. Abstdnde zur Lotstoppmaske, Grof3en

der Schablonenoffnungen, Abstdnde benachbarter Bauteile, Abstinde der Bauteilunterseiten von der Leiterplattenoberfldche
(falls relevant), Sperrflachen (falls relevant) sowie geeignete Regeln fiir den Kleberauftrag. Diese zusdtzlichen Merkmale
werden fiir jeden Bauteiltyp in der Anschlussfldchen-Richtlinie beriicksichtigt.

Hinweis 1: Die MaBe fiir die Beschreibungen von Bauteilen wurden den Richtlinien aus Abschnitt 2 entnommen. Die
Designer sollten sich direkt in den Datenblattern der Hersteller informieren, wenn sie spezielle Mafle von Bauteilgehdusen
benotigen.

Achtung: Der Anwender sollte sich dessen bewusst sein, dass individuelle Datenblétter nicht immer den standardisierten
Bauteilabmessungen (z. B. JEDEC-Mafe) entsprechen.

Hinweis 2: Die Elemente der Montagebedingungen, die in dieser Richtlinie definiert werden, insbesondere der Courtyard
(minimale Montagefldche), beziehen sich auf den Reflow-Lotprozess. Anpassungen fiir Wellenldten oder andere Lotprozesse
miissen erforderlichenfalls vom Anwender durchgefiihrt werden. Anpassungen konnen auch erforderlich sein, wenn andere
Lotlegierungen als eutektisches Zinn/Blei-Lot verwendet wird.

Hinweis 3: Diese Richtlinie stellt sicher, dass auch unter ungiinstigsten Toleranzen eine zuldssige Lotstelle erzielt wird.

Hinweis 4: Aspekte zur Verlustwdrme wurden nicht in diese Richtlinie aufgenommen. Groflere Massen kdnnen langsamere
Prozesse erfordern, um einen Wérmetransport zu ermoglichen.

Hinweis 5: Bei oberflichenmontierten Bauteilen dienen die Lotstellen nicht nur der elektrischen Verbindung, sondern auch
der mechanischen Befestigung. Schwerere Bauteile (hoheres Gewicht je Anschlussflache) erfordern groBere Anschluss-
Flachen. Zusitzliche Flichenanteile erhdhen die Fliache geschmolzenen Lots und damit die Fahigkeit, groeres Gewicht zu
montieren. In einzelnen Féllen kann es mdglich sein, dass die in dieser Richtlinie gezeigten Anschlussflidchen fiir spezielle
Anwendungen nicht geeignet sind und in der Anschlussflachen-Bibliothek vergroBert werden miissten. Dann kdnnten
zusitzliche Maflnahmen erforderlich werden.

1.2 Rangfolge der Dokumente Diese Richtlinie legt die allgemeinen Designregeln fest, die die Erstellung

von Anschlussflichen-Bildern fiir Bauteile der Oberflachenmontage beeinflussen. Sie wird unterstiitzt durch die
Software ,,IPC-7351 Land Pattern Calculator* (Shareware). Mit Hilfe einer grafischen Bedienoberflache zeigt sie die
Abmessungen individueller Bauteile sowie die, auf Bauteil-Familien beruhenden Empfehlungen fiir die entsprechenden






